
○本装置は、試料表面にＸ線を照射し、放出される光電子のエネルギーを測定することにより、
表面から数nm程度の極表面の元素組成を分析することができます。照射X線を集光すること
により10μmφの微小領域の測定が可能です。

「マイクロX線光電子分光分析装置」の紹介

・走査型マイクロフォーカスX線源 アノード：Al、最小X線ビーム
径：10µm、走査範囲：1.4mm
・エネルギー分析部：静電半球型エネルギーアナライザー、
32chマルチチャンネルディテクタ
・デュアルアノードX線源 アノード：Mg/Zr
・帯電中和：低エネルギー電子線とイオンビームの同時照射
・イオンエッチング：Arイオン銃、Arガスクラスターイオン銃
・分析方法：定性・簡易定量分析、デプス分析、状態分析等

機械電子研究所 ※本設備は「公益財団法人JKA(旧自転車振興会)補助事業（H30)」により導入しました。

メーカー・型式

定性・簡易定量分析 状態分析

X線光電子分光分析でわかること

・メーカー : アルバック・ファイ株式会社
・型 式 : PHI5000 VersaProbeⅢ

<主な仕様>

ピーク位置と
強度から定性・
簡易定量易定
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測定とエッチン
グを繰り返すこ
とにより、深さ方
向の組成分布
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元素ピークを波
形分離すること
により化学的
結合状態の分
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